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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成25年2月14日(2013.2.14)

【公開番号】特開2010-167782(P2010-167782A)
【公開日】平成22年8月5日(2010.8.5)
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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月19日(2012.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターン化メディアの処理方法であって、
　基板によって支えられた第１の材料の第１の層を供給する工程と、
　それぞれが上部表面と１又は複数の側壁を有する形状を含むレジスト・パターンを、第
１の層の上に堆積させる工程と、
　該レジスト・パターン上に第２の材料の等方層の第１の堆積を実行する工程と、
　第２の層の方向性イオン・ミリングを実行して、前記レジスト・パターンの前記側壁の
露出を回避しながら、前記レジスト・パターンの前記上部表面を露出させる工程と、
　前記レジスト・パターンと前記第２の層の部分を支えていない前記第１の層の部分とを
除去して、前記第１の材料によって支えられた前記第２の材料を含む第１のテンプレート
・パターンを作製する工程と、を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記第１の材料は前記第２の材料よりもイオン・ミリ
ングに対して高い耐性を有し、かつ前記第２の材料よりもプラズマ・エッチングに対して
低い耐性を有する前記方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法であって、前記基板は概して円形の平坦な表面を有し、
その上に第１の層が配置されており、また前記基板は円形の平坦な表面の中心に接近して
回転軸を有しており、また前記レジスト・パターンの形状は、概して前記回転軸の回りに
中心を有する複数の同心リングを含む前記方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の方法であって、基板は概して円形の平坦な表面を
有し、その上に第１の層が配置されており、また基板は前記円形の平坦な表面の中心に接
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近して回転軸を有しており、また前記レジスト・パターンの形状は、概して前記回転軸の
回りに中心を有する複数の同心リングを含んでおり、各リングの各々の上部表面は放射方
向の幅を有し、放射方向で前後のリングから分離されており、放射方向の分離は、前記第
２の材料の等方層の前記第１の堆積の厚さの約２倍だけ前記放射方向の幅よりも大きい前
記方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の方法であって、更に
　前記第２の材料を含む等方層の第２の堆積を実行する工程と、
　構造の上部部分から前記第２の材料を除去して、前記第２の材料の前記第１の堆積から
残っている前記第２の材料を支えていた残っている前記第１の材料を露出させる工程と、
前記残っている第１の材料を除去して、前記第２の材料を含む第２のテンプレート・パタ
ーンを作製する工程と、を含む前記方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、更に方向性イオン・ミリングを実行して、前記第２の
堆積の間に前記第１のテンプレート・パターンの構造間に堆積された前記第２の材料を除
去する工程を含む前記方法。
【請求項７】
　請求項５に記載の方法であって、基板は概して円形の平坦な表面を有し、その上に第１
の層が配置されており、また基板は前記円形の平坦な表面の中心に接近して回転軸を有し
ており、また前記レジスト・パターンの形状は、概して前記回転軸の回りに中心を有する
複数の同心リングを含んでおり、各リングの各々の上部表面は放射方向の幅を有し、前後
のリングから放射方向に分離されており、放射方向の分離は、等方層の前記第１の堆積の
厚さの約２倍だけ前記放射方向の幅よりも大きく、前記第２の材料の前記第２の等方層堆
積の厚さは、前記第２の材料の前記第１の等方層堆積の厚さの約半分である前記方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、前記同心レジスト・リングの上部表面は約２０ｎｍの
放射方向の幅を有し、また前記同心レジスト・リングは約４０ｎｍの間隔だけ離れており
、前記第２の材料の前記第１の等方層堆積の厚さは約１０ｎｍであり、前記第２の材料の
前記第２の等方層堆積の厚さは約５ｎｍである前記方法。
【請求項９】
　請求項５に記載の方法であって、前記第２の材料の前記第２の等方層堆積の厚さ（Ｔ２
）は前記第２の材料の等方層の前記第１の堆積の厚さ（Ｔ１）よりも小さく、前記レジス
ト・パターンの形状は、ほぼＴ１＋２Ｔ２に等しい放射方向の幅（Ｒｗ）を有する同心リ
ングを含み、該同心レジスト・リング間の間隔は３Ｔ１＋２Ｔ２にほぼ等しい前記方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の方法であって、前記レジスト・パターンは更にサ
ーボ・パターンのための形状を含む前記方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法であって、基板は概して円形の平面の形状
をして円形の平面の中心に近接して回転軸を有しており、また第２のテンプレート・パタ
ーンは概して回転軸の回りに中心を有する複数の同心リングを含む前記方法。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法であって、前記第１のテンプレート・パタ
ーンは前記レジスト・パターンのリングのピッチのそれより約２倍の密度の最小ピッチを
有しており、また第２のテンプレート・パターンは前記レジスト・パターンのリングのピ
ッチの密度の約４倍の密度の最小ピッチを有する前記方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法であって、前記第１の材料は一般にアモル
ファス・カーボンを含み、また前記第２の材料は酸化アルミニウムを含む前記方法。
【請求項１４】
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　請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法であって、前記第１の材料は一般にアモル
ファス・カーボン、シリコン・カーバイド、ルテニウムおよびクロムを含むグループから
選ばれた材料を含む前記方法。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法であって、前記レジスト・パターンと前記
第１の材料の前記第１の層の部分とを除去する工程は低温でのプラズマによるエッチング
を含む前記方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、前記プラズマは酸素を含むプラズマであり、前記低
温は約－２０℃よりも低い前記方法。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法であって、前記第２の材料の前記第１の等
方層堆積の厚さは、前記第２の材料の等方層の第２の堆積の厚さの約２倍である前記方法
。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法であって、前記第１のテンプレート・パタ
ーンは、生産用テンプレートを作製するマスタ・テンプレートとして使用される前記方法
。
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